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Information 

MOS- Transistor SM200 

Die MOS-Tetrode SM 200 ist für die Anwendung im VHF-Bereich vorgesehen. Sie ist im 4-poligen strip- 
line- Gehäuse untergebracht. 
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Bild 1: Anschlußbelegung und Schaltkurzzeichen 
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Bild 2: Gehäuseabmessungen Maße in mm Masse co. 0,19 
Ausführung Plastgehäuse 

Beschreibung 

Das Bauelement SM 200 ist eine MOS-Tetrode, bestehend aus jeweils zwei in Kaskode geschalteten MOS- 

Trioden vom n-Kanal-Anreicherungstyp, 

Beide Gate-Anschlüsse sind mit integrierten Gateschutzdioden versehen. Diese dürfen jedoch nicht zur 
Begrenzung in der Schaltung auftretender Überspannungen verwendet werden, 
Das Haupteinsatzoebiet für den SM 200 sind HF-Verstärkerschaltungen, in denen es auf hohe Verstärkung, 

großen Regelumfang, geringe Rückwirkung, niedriges Rauschen sowie auf Großsignalfestickeit ankommt. 
Möglich ist auch der Einsatz in Mischstufen, 

Grenzwerte 

Kurz- min max Einheit 
zeichen 

Drain-Source-Spannung Nn -0,3 20 v 

Gate-Source-Spannung Uogs, Uc2s -0,3 15 v 

Drainstrom ID 30 mA 

ä Verlustleistung Pg 300 mw!) 

Betriebstemperaturbereich d o 70 * 

Lagertemperaturbereich s -55 125 

1) bes 25 °C 



Kennwerte 

Drain-Source-Spannung 

Gate-Source-Spannung 

Gatereststrom 

Orainreststrom 

Schwellspannung 

Dynamische Kennwerte 

Vorwärtssteilheit 

Leistungsverstärkung 

Regelumfang 

( %, = 25 °C) 

Kurz- Meßbe- min max Einheit 
zeichen dingungen 

Ma 15 v 

Voa 15 V 

Ieiss Uc1s ® 15v, %JDS-OV. 1 yua 

UGZS = 0V 

10268 Uc2s = 15V, Uggg=0V, 1 un 

UDS = 0V 

Zoss Ups = 20v, 10 a 

UGls - UGZS = 0V 

Arg Ug © Uere 0,25 2,5 V 

Ug2s * 10V 

Ig =0,01mA 

( Uos * Uc2s 0,25 2,5 V 

Ucgs = 10V 

Ip =0,01mA 

© ( 5, = 25 °C) 

Kurz- Meßbe- min typ max Einheit 

zeichen dingungen 

s Ups = 10V 12 18 mA 

Ugag* 10V 

Ig = 15mA 

f Sı kHz 

Gp LlDS = 10V 20 dB 

Ug2g* 10V 

Ip = 15m 

$ = 2-10% z 

46 Ups = 10V 35 dB 

UG2s =0V...10V 

Ig =0...15ma 1) 

f =2-108 Hz



Rauschfaktor 

Eingangskapazität 

Ausgangskapazität 

Rückwirkungskapazität 

1) Maximalwert bei Ugps nax 

200 

165 

100 

Kurz- 
zeichen 

Meßbe- 
dingungen 

min typ max Einheit 

a 

22 

12 

einstellen 

Ups = 10V 

= 10V 

Ip = 15mA 

$ » 2-10% Hz 

= 10V 

Uc2s* 10V 

Ip = 15mA 

$ = 10° Hz 

U, = 10V 

f = 105 Hz 

Ugc1s* Uc2s* V 

Uc2s® Ung* 10V 

Ip = 15m 

$ » 10° Hz 

Bild 3: Reduktionsdiagramm 
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